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І. Пояснювальна записка 

1. Мета фахового вступного випробування з «Мікро- та наносистемної техніки» – 

з'ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, які вступають на 

основі освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня з метою формування рейтингового 

списку та конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім ступенем "бакалавр" 

спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка в межах ліцензованого обсягу 

спеціальності. 

 

2. Форма фахового вступного випробування. 

Випробування проходить у кілька етапів:  

 на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів, 

що виносяться на вступне фахове випробування;  

 абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у 

письмовій формі. Тривалість письмового етапу - 60 хвилин;  

 співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;  

 обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки студентам. 

 

3.Білети: структура білету. 

Білет фахового вступного випробування містить 20 тестових питань із варіантами 

відповідей, одна із яких правильна.  

 

4. Вимоги до відповіді вступника. 

Під час виконання завдань випробувань вступник повинен у листі відповіді надати 

однозначну відповідь на питання білету. Відповідь вступника оцінюється за 200 бальною 

шкалою. Бали нараховуються наступним чином: 

 

Кількість правильних відповідей на 

питання білету 

Кількість балів 

Немає жодної правильної відповіді 0 

1 50 

2 90 

3 100 

4 110 

5 120 

6 130 

7 135 

8 140 

9 145 

10 150 

11 155 

12 160 

13 165 

14 170 

15 175 

16 180 

17 185 

18 190 

19 195 

20 200 
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ІІ. Критерії оцінювання 
 

Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:  

Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та 

вміння:  в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише 

основної, але й додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі 

висновки, використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить 

приклади. 

Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та 

вміння: має також високий рівень знань і  навичок. При цьому відповідь досить повна, 

логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в 

неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня 

чіткість у визначенні понять. 

Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та 

вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока, 

містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі, 

застосовуючи знання при наведенні прикладів. 

Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та 

вміння:  в загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві помилки при 

висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті. 

До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник виявив такі 

знання та вміння:  не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві 

помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті. 

 
 

ІІІ. Структура програми 
 

1. Основні фізичні одиниці вимірювання електродинамічних характеристик. 

2. Види погрішностей при вимірюванні електродинамічних характеристик. 

3. Прилади для вимірювання електродинамічних характеристик. 

4. Поняття напівпровідника, діелектрика, метала. 

5. Діамагнетики, парамагнетики, піроелектрики. 

6. Власний напівпровідник. 

7. Домішковий напівпровідник. 

8. Ширина забороненої зони. 

9. Поняття p-n-переходу. 

10. Бар’єрна ємність. 

11. Диференційний опір. 

12. Струм термоелектронної емісії. 

13. Рівень Фермі, енергія Фермі. 

14. Напівпровідникові діоди. 

15. ВАХ напівпровідникових діодів. 

16. Принцип дії напівпровідникових біполярних транзисторів. 

17.  Біполярний транзистор із загальною базою. 

18.  Біполярний транзистор із загальним емітером. 
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19.  Біполярний транзистор із загальним колектором. 

20.  ВАХ біполярних транзисторів. 

21.  Температурна залежність параметрів біполярних транзисторів. 

22.  Принцип дії напівпровідникових польових транзисторів. 

23.  Польовий транзистор із загальним витоком. 

24.  Польовий транзистор із керованим каналом. 

25.  Польовий транзистор із ізольованим затвором. 

26.  МДП транзистори. 

27.  Температурні залежності та шуми польових транзисторів. 

28. Фотодіоди. 

29. Світлодіоди. 

30. Характеристики ідеалізованих джерел струму і ЕРС.  

31. Послідовне, паралельне та змішане з'єднання резисторів.  

32. Закон Ома для ланцюга постійного струму. 

33. Перший та другий закони Кірхгофа для ланцюга постійного струму. 

34. Резонанс напруг у послідовному ланцюзі з елементами  R, L і C, добротність  

контуру.   

35. Резонанс струмів у паралельних контурах ланцюга з елементами  R, L і C.  

36. Співвідношення фазних і лінійних струмів та напруг при трифазному з'єднанні за 

схемою “трикутник” - “трикутник”.  

37. Співвідношення фазних і лінійних струмів та напруг при трифазному з'єднанні за 

схемою “зірка” - “зірка” з нульовим провідником.  

38. Умови для розкладення характеристик електричного ланцюга на гармонійні 

складові.  

39. Класифікація електричних фільтрів, характеристики фільтрів низької і високої 

частоти. 

40. Визначення частот зрізу електричних фільтрів.  

41. Теореми комутації при перехідних процесах.  

42. Знаходження струму в електричному ланцюзі з ємністю після комутації.  

43. Знаходження струму в електричному ланцюзі з котушкою індуктивності після 

комутації.  

44. Аналіз класичним методом аперіодичного перехідного процесу в електричному 

ланцюзі з двома реактивними елементами після комутації.  

45. Аналіз класичним методом коливального перехідного процесу в електричному 

ланцюзі з двома реактивними елементами після комутації.  

46. Операторний метод аналізу перехідного процесу в нерозгалуженому 

електричному ланцюзі після комутації.  

47. Теорема розкладу.  

48. Операторний метод аналізу перехідного процесу в розгалуженому електричному 

ланцюг після комутації.  

49. Закон повного струму, магнітний опір дільниці магнітного ланцюга. 

50. Аналіз магнітних ланцюгів за допомогою аналогів законів Ома та Кірхгофа. 

51. Визначення «однорідної лінії», параметри елементарної комірки цієї лінії. 

52. Початкові диференційні рівняння «однорідної лінії». 

53. Аналіз вирішення хвильових рівнянь «однорідній лінії».  

54. Співвідношення падаючої та відбитої хвилі в «однорідній лінії», глибина 

входження хвилі в середовище.  

55. Характеристичний (хвильовий) опір «однорідної лінії», дільниці лінії як 

«закоротки» чи резистори з безкінечно великим опором. 
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